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シリコン三重拡散プレーナ型トランジスタ(2SB1647とコンプリメンタリ) 用途：オーディオ、シリーズレギュレータ、一般用
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■絶対最大定格 ■電気的特性
記　号

ICBO

IEBO

V(BR)CEO

hFE

VCE(sat)

VBE(sat)

fT

COB

規 格 値

100max

100max

150min

5000min※

2.5max

3.0max

70typ

120typ

単 位

μA

μA

V

V

V

MHz

pF

試　験　条　件

VCB＝150V

VEB＝5V

IC＝30mA

VCE＝4V, IC＝10A

IC＝10A, IB＝10mA 

IC＝10A, IB＝10mA

VCE＝12V, IE＝－2A

VCB＝10V, f＝1MHz

ダーリントン 2SD2560
(Ta＝25℃) (Ta＝25℃)
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hFE– IC特性（代表例）�
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外形図　MT-100(T03P)
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■代表的スイッチング特性（エミッタ接地）
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等価回路

※ランク　O(5000～12000), P(6500～20000), Y(15000～30000)


